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[57]申請專利範圍
1.　一種染料敏化太陽能工作電極，其構成包含一導電基板，該導電基板上設有由多孔性奈
米結晶性之半導體材料及染料分子結合而成之導電單元，其特徵在於：該導電單元包含

若干不同粒徑之半導體材料之電導層，分別為：一第一電導層，係設於該導電基板上，

由若干粒徑小於 10nm之第一半導體材料所構成；一第二電導層，係設於該第一電導層
上，由若干粒徑介於 10~50nm之第二半導體材料所構成；一第三電導層，係設於該第二
電導層上，由若干粒徑介於 50~100nm之第三半導體材料所構成；據以增進電子的傳
輸，提昇染料敏化太陽能電池之光電轉換效率者。

2.　一種染料敏化太陽能工作電極，其構成包含一導電基板，該導電基板上設有由多孔性奈
米結晶性之半導體材料及染料分子結合而成之導電單元，其特徵在於：該導電單元包含

由若干不同粒徑之半導體材料構成之電導層，該等半導體材料至少包括若干第一半導體

材料，其材料粒徑係小於 10nm、若干第二半導體材料，其材料粒徑係介於 10~50nm、
若干第三半導體材料，其材料粒徑係介於 50~100nm，據以增進電子的傳輸，提昇染料敏
化太陽能電池之光電轉換效率者。

3.　依據申請專利範圍第 1或第 2項所述之染料敏化太陽能工作電極，其中該半導體材料可
為二氧化鈦。

4.　一種染料敏化太陽能電池結構改良，其構成包含二導電基板，該二導電基板之間設有由
多孔性奈米結晶性之半導體材料及染料分子構成之導電單元，以及電解質層、觸媒層，

其特徵在於：該導電單元包含若干不同粒徑之半導體材料之電導層，分別為：一第一電

導層，係設於該導電基板上，由若干粒徑小於 10nm之第一半導體材料所構成；一第二
電導層，係設於該第一電導層上，由若干粒徑介於 10~50nm之第二半導體材料所構成；
一第三電導層，係設於該第二電導層上，由若干粒徑介於 50~100nm之第三半導體材料
所構成；據以增進電子的傳輸，提昇染料敏化太陽能電池之光電轉換效率者。

5.　依據申請專利範圍第 4項所述之染料敏化太陽能電池結構改良，其中該半導體材料可為
二氧化鈦。

圖式簡單說明

第一圖：係本創作之太陽能電池組合剖面示意圖。

第二圖：係本創作之太陽能工作電極之平面示意圖。

第三圖：係本創作混合式電導層之工作電極示意圖。

第四圖：係習用太陽能電池之示意圖。
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第五圖：係習用導電玻璃之電荷與電解質產生復合效應示意圖。
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